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1) BANERSKI STANISLAW, Warszawa

2) BANERSKI STANISLAW
)

54) Ztacze zgrzebta z ogniwem taricucha

(57) Ztacze zgrzebta z ogniwem tancucha w przenosniku zgrze-
btowym, majacym zgrzebta i co najmniej dwa taricuchy, ztozone
z poziomych i pionowych ogniw, prowadzone bocznie wzdtuz
scian koryta przenosnika, ktdre to ztacze przeznaczone jest do po-
faczenia zgrzebta z ogniwem poziomym faricucha, charakteryzu-
je sie tym, Zze zawiera zgrzebto, majace monolityczny korpus (1),
co najmniej jedna ptetwe (10) nosna, co najmniej jedng Srube (31),
7t3czng z nakretka (32), i spoine (40), przy czym monolityczny kor-
pus (1) zgrzebta ma w gérnej powierzchni gniazdo (2) i wykonany
w nim przelotowy otwor (3), a w dolnej powierzchni, co najmniej
na jednym koricu wybranie, w ktérym umieszczona jest ptetwa (10)
nos$na, majaca obrys identyczny, jak korcowa cze$¢ korpusu (1)
zgrzebta, zas ptetwa (10) nosna ma w dolnej powierzchni gniaz-
do (14) i wykonany w nim przelotowy otwor (15) oraz pofaczona
jest z korpusem (1) za pomoca sruby (31) ztacznej z nakretka (32)
i spoiny (40).
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakéw
(72) JANIKJERZY F.; CZEPIRSKI LESZEK;
WELLS RICHARD L., US; DRYGAS MARIUSZ

(54) Sposéb wytwarzania proszkowego azotku
galu GaN i jego kompozytéw typu GaN/MN
o wysokiej powierzchni wtasciwej - proszkow
wysokoporowatych

(57) Sposéb wykorzystuje do syntezy beztlenowe zwigzki ga-
lowe, w postaci pofaczen typu GaX;,, gdzie X to ligand typu NR,
(R = grupa organiczna, np. metylowa, etylowa, arylowa, alkilosila-
nowa, itp.) lub ligand halogenkowy (fluorkowy, chlorkowy, brom-
kowy, jodkowy), ktére poddaje sie najpierw reakcjom w srodowi-
sku ciektego lub gazowego amoniaku w temperaturach z zakresu
-78-200°C, a nastepnie ogrzewaniu w atmosferze amoniaku lub
par amin albo gazu obojetnego lub w prézni, w temperaturach
od 200°C do 1100°C. W wyniku kolejnych etapéw reakcji chemicz-

nych, determinowanych dla danego potaczenia gtéwnie tempera-
tura i rodzajem atmosfery gazowej badz uzyciem prézni powstaje
najpierw: albo prekursor - polimerowy imidek galu [Ga(NH), ] (dla
X'=NR, - w temperaturach z zakresu -78-200°C, a dla X = haloge-
nek - w temperaturach z zakresu 25-200°C albo prekursor - addukt
z amoniakiem typu GaX, - mNH, lub tez, po amonolizie adduktu,

jego polimerowe pochodne typu [Ga(NH) X ] (X = halogenek,

0<y<3/2,0<z< 3 temperatury od -78°C do ok. 200°C). W przy-
padku otrzymania najpierw statego prekursora typu imidku galu
[Ga(NH), ], albo typu adduktu GaX, « mNH, badZ jego polimero-
wej pochodnej, tworzacej sie w wyniku amonolizy - [Ga(NH)yXZ]n,
po’fprodukttakljest nastepnie poddawany koricowemu wygrzewa-
niu w reaktorze rurowym w temperaturach z zakresu 200-1100°C,
najkorzystniej w przeptywie amoniaku albo par amin lub gazu
obojetnego (np. azotu czy argonu) lub tez pod préznia, w czasie od
1 minuty do 100 godzin, optymalnie od 1 minuty do 4 godzin.

(4 zastrzezenia)
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(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCELAWIU,
Wroctaw

(72) KOCIOLEK-BALAWEJDER ELZBIETA; OCINSKI DANIEL;
STANISEAWSKA EWA

(54) Sposéb utleniania zwigzkéw arsenu
tréjwartosciowego w roztworach wodnych

(57) Wode zawierajacg zwiazki As(lll) kontaktuje sie w tempera-
turze pokojowej z wielkoczasteczkowymi, nierozpuszczalnymi
i peczniejacymi w wodzie N-halogenosulfonamidowymi pochod-
nymi kopolimeréw styren/diwinylobenzen, stosujac co najmniej
jeden mol halogenu na jeden mol As(lll) do momentu gdy nastapi
utlenienie catkowitej ilosci As(lll) obecnego w roztworze. Zuzyte
kopolimery N-halogenosulfonamidowe poddaje sie regeneracji
w prosty sposob. Korzystnie jest, gdy roztwér As(lll) przeptywa
przez ztoze kopolimeru N-halogenosulfonamidowego z predkoscig
mniejsza od predkosci reakcji chemicznej utleniania As(lll) do As(V)
do czasu wyczerpania zdolnosci utleniajacej zfoza aktywnego.
Sposob wedtug wynalazku w przeciwienstwie do stosowanych
dotychczas metod utleniania As(lll) do As(V) nadaje sie szczegdlinie
dobrze do utleniania bardzo rozciericzonych roztwordw. Czastecz-
ki zawierajgce As(lll) przeptywajg przez ztoze heterogenicznego
utleniacza, w ktérym stezenie halogenu jest bardzo wysokie (rzedu
kilku mol/dm?), przy czym do roztworu nie jest wprowadzany nad-
miar utleniacza, a jedynie jony halogenkowe X (CL, Br). Stosowane
kopolimery N-halogenosulfonamidowe sg substancjami statymi
nierozpuszczalnymi, lecz peczniejagcymi w wodzie, dzieki czemu
w procesie utleniania do roztworu nie przedostaja sie zadne dodat-
kowe substancje.

(1 zastrzezenie)
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) POLITECHNIKA WROCEAWSKA, Wroctaw
2) SKRZELA RENATA; PIASECKI ANDRZEJ;
WILK KAZIMIERA ANNA

(54) Nowe powierzchniowo aktywne
di-N-tlenki alifatycznych amidow
3,3-iminobis(N,N-dimetylopropyloaminy)
i sposéb ich wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy nowych powierzchniowo aktywnych di-
-N-tlenkéw alifatycznych amidéw 3,3-iminobis(N,N-dimetylopro-
pyloaminy) o wzorze ogdlnym 1, w ktérym R oznacza prosty lub
rozgateziony, nasycony lub nienasycony faricuch weglowodorowy,
zawierajacy od 7 do 17 atomoéw wegla. Przedmiotem wynalaz-
ku jest rowniez sposéb wytwarzania di-N-tlenkéw alifatycznych
amidéw  3,3-iminobis(N,N-dimetylopropyloaminy), ktéry polega
na tym, ze alifatyczne amidy 3,3-iminobis(N,N-dimetylopropylo-



